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ウエット処理を用い実用化レベルの抵抗変化メモリの作成方法表 題

半導体メモリ適用製品

ウエット処理により金属表面に作成した酸化膜を使用し、製作プロセス数の少ない安価

な次世代不揮発性メモリである抵抗変化メモリの作成方法を提供する。

提供する方法を用いると、スイッチング電圧のばらつきが小さく、かつ、低電圧で駆動

するメモリがえられる。また、デバイスへの書き込み回数も大幅に改善される。

目 的

陽極酸化法で作成した酸化膜に、さらなる電気化学処理を施すことで、スイッチング電圧のば

らつきが抑制され、耐久性が大幅に向上した抵抗変化メモリを作成できる。電気学的処理として

は、電界メッキが効果的である。

作成したデバイスのばらつきを定量的に評価するために、ある分布をもつスイッチング電圧の

最高電圧を最低電圧で割った値を導入し、これをRMMと定義すると、この値は、多くのケースで２

以下となる。また、スイッチング電圧の絶対値も２V以下になり、低消費電力メモリが実現されてい

る。

この方法を用いると、スイッチング電圧の抑制だけではなく、耐久性の大幅な改善も見られ、電

気化学処理を施す前に比べて、約１０倍の耐久性向上が可能である。

本技術では、従来の半導体プロセスを使用しないので、より安価なメモリを作成できる。さらに、

金属細線を酸化することで、従来の金網を高速メモリにすることが可能であると期待される。
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